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4. EP 0 203 475 B1 established by the scal ed geonetries of the .first and
second transistors QL and Q2 (i.e.:the'current mrror).. Arelatively high
breakdown vol tage is established gprcp@.ﬁb(mf ourth transistor Q4 due to the °
cascade connection with a current gal n stage 2. Moreover, very little |oad
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55 Assuming [err] = [err] (which is generally the case, since these two
transistors are fabrl cated on the sane ‘substrat.e and operate at the sane
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EP O 203 475.B1 8. An RF anplifier as in clainms 1, 2, 3, or 4 further
conprising: an input signal term nmal (B); an output signal termnal (Q; a
DC bias input termnal (D); 5. Ep02034gg{ound reference termnal (A);
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transistors are bipolar NPN transistors fabricated wthin the sane
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(Q4)~en r epohdescavelladilegortié : r adi of requence d' entr6e, en fournis- sant ainsi
aux bomes dedn gansisior amplifibatess: (dp \cowant cadiniéquercs individuet (G2) e sefhrostant ragug isedl or s
anpl i fi catéage smafificalpy) aranpigier yeq H&Lﬁ?ﬁ'@@"&wp!‘qﬂ?m‘ﬂ“ seelée gajsfriecavecBedintuet en
t ensi on ay‘ffﬁi'S‘?j rf’é‘PFftcé'ﬁ‘Hé‘?d@‘st?é %‘Qseaﬁ?“"‘idfbée WRDiSre acamplifieg a‘f?ﬁf?é'é@ cayant un _
pol ari sat i ¥9@ d?ﬂ'ﬂ"fé%‘te%%e "a""K ?ib%ﬂ"t“é PP\"a?H%‘t“é’tdB"r '§ ° f P %‘éta%r"?"sé*tm'a une -
entr£ 30 a"‘p"f'catﬁ‘éf“@ 338 FP“‘ °§ d4ie
chacun des®f Té[ﬁds 07 % 'ta?ﬁ % TCQY?P?TE% éﬁ’ s t ’g d teﬁ;figgant
de p0| arl S'#I fa Cél’ quence am V%CS SeﬂnCSOU een_grr[l nsr n uae quence ep Ssan
signal; |es ﬁi Aﬁaﬂsaﬂ&l SnhedBb i Uladef? SRS amt.stay aﬂatf.taeumt@ruﬁm.réa

t ran St Or gof lSdtng Leohie> botk @{ablf'f'”m shih | e SEhstdh o€ rérididlbRNmplificateurs de
rad| OT I 6QUBRRA of §&doukd hﬁﬂtcoﬁ&ﬂfdé pOlaRaioH 36 réb@@&dn 9Ws@r¥slb%ﬁweﬁ\ﬁnd3§bndant du AldaRi 1. de .
courant av@Gsign@dit premer transistor (Q); dans |equel lesdits noyen de

pol ar i sat i oneedeRRyéreab pAsHsktRN BemptRANNSu MEIRs Whi PRdher tai®)stortQiliRe I esi st ance
(54, R3) nonicbiesarkisiosfnipiifcadlieds dobreint tradiifrédiefde (Q2)BRA1 Mdntd datélne doffiglraipehi quer
a celssi - Ci mittir de @ourand hved &dip plediet Baatistar{Qt)el que |e courant . de pol arisation -
appl i qu6 audiénstiequaisiesditormagerphe polarisbtiarcotiportoatuouta tau rraakisofnetdlede nC8) ¢tQdP par
| esdi ts noyesiancel 64pBanintbat ienériecivec ledif priemian transistar ((1hpoue applintee @ delyi-cl @n

pat ent i el cowiahtedsr eqlarisdtiers ¢! Guel et cquraghdd pelasisatiommabriifyécandit rensister eoolificatewr desez
hatt au- dexpyigat rgdiofibgvance) R Pars iepdite rmayenst denelarisaiian et suffigany eurf ke (erierdle:
d6pas8ant FPM"?VP&"GC"?""DE!W e F’?’F’F'B'a?’@%' cateaateotquaqtraﬁpeé*agteﬁumswa de’ zéro pour
revendi cat3sEier #n f‘lﬂ&f’?ﬁ”ﬂ"@ os fragypnags pﬁifé"tdg‘w%nd un transistor (QB) &
base coypl a en une q

de’as % U 51'251"; a4 e &%aﬁ% g Ert s qh '?pﬂ‘ff 'a%‘@ é‘f‘*éti"mgttgi? o

rel I e {m% th tidh llée Sefil Saflibtor amplifica-
radi o HGE 1 ,.ad, réqu Qe@ﬁp i't1cat eur ra I ofr quence soI on la

revend| cat I on 1 ans l'equel ledit premer transistor (Ql) et ledit

transi S@.”Urﬂ%hhéa’téﬁﬁ?a@fdﬁéqd&uc@ QblérAtiatroveAdiafdn £ WERNEGRe 168 preibr FHASIstSt (QUCdtUr es
géonT t ri qUBHERinsieBr amplificdduP B! doLRMNBEISHERGMEe @hB dnt Tded) BirucRiIRIB OgdbmbtBguement

mul tispl i CagrbsftionlSes paik dabiir Lin Mppot 6€ matiplicatioh dé QOIPENE MMNéntre RuwQ 6t Ednprigh@nt en
resi-st anceoutte vl aRISRhA@OR- §éédyplagd (A48t Un6 TEsTtaMt @ adbpREbATE) traisant fartB)def ladite ant
parti e de doatijutaonCanhirolytibabiramn, |€ rappart antre leddites Gisistainibs dé décoarige bt d'alapiatidpn

| esdi t es réasit M:hpowsaselesrde cainibrade rapportl dadaypantst cantinuStizivitonkd bsgite urersigrsair er

| e mai nti edpudéme Gppsistots afepliticatgnra rve scowrantradiniréaubndgl emprésentecdad jatiite ésistarice de et
deuxi®me teéseuplage.ors anplificateurs de cour ant radi of r6guence en presence
de ladite resistance de 55 d6coupl age. Un anplificateur

r adi of r GquhgBrifigateyhragighausnes) srienJle F%?Pdfamﬂdnga"fs Elfél'es‘l"ﬁérd'i‘stsé"’ﬁ ?'%R'igﬁa?t“ﬁr s
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EP0203475B1 i nvers6 ou déphase d“a peu prVs 180" par rapport b un signal
al'ternatif d entr6e. 5. Un anplifi=ateur radiofrequeh~&esel oor |es
revendications. 1,2, 3 ou 4, dansElkg%glnggqllt anplificateur est un circuit
i nt6gr6 nonolithique réalis6 a partir d un matériau de départ de substrat
sem conducteur de s type P. 6. Un anplificateur.radi ofr6quence sel on
| es revendi iv&trséan siédnaséd'a Bsuqusd B0 Upen sapbatiuel sndnelcbltémaanwéntr‘ée cateur est un
circuit integr6 nmonolithiqu t chacun desdits transiistors est un

transi st & Ui podifi¢ateyr iEpirsauanEbsainn lesgévendiatidng 18 frou #rdanscibauededitaimptiigateur est

i Nt 6gre nonw ¢ick igideré npoolithiqueiréalisédl patlr dan enpériaudh dsparbdpusvheet saalioonduciey de
_revenchatltVFI%Pl 2, 3 ou 4, conprenant en outre: une borne de signal

d entr6e (B); une borne de signal de sortie SC; une borne d' entree de

pol ari sat® o n Bropfificatnypragi “eI'?e Se'°" les revel‘,ﬂ'f‘é“‘{?é 3 ge 4rdangpeileditpplifigatews opty) -
dans | equel ¥1 & I"f '"gﬁ‘g ‘I"P' " ‘i?ﬁd' 'FE%J"IWS ?%P’é{j?’t?'sﬁ?b%‘?'?"teII‘IPa‘Je'"I?ta“
-chacun desdfet"b E?’BP% e%'f““d megs 1 ‘f“dﬁ‘ bi polaire NPN real i s6 au sein
de la ﬁrﬂg t&@%&% age%n% 5f%%tljencé£oqges rengJ'cgllon; tI-'Izq!!’gu 4 CSI’E\pI' %ﬁts enlo%\geuel ladite
tranche de Ci g f}r € connexi on

el ectrique de%éggﬁe sqbqg%glsgrhbe@chacune desdl tes bornes | ' une au noins

desdi t es bor ngge pRREY G de &Iauéhmoﬁmgpm desdites pl ages connect 6es

el ect r jsqueNentynehoriRPdedetbBh@ do Srasddadnpl | I)I cateur radi of rdquence selon |es
‘revendi cat i ONsads leabiel 1&itQmpficERINYSEMAItUEINEAE! roRSIithl40E et PEAIR dBRItS irdhBiskbrs est

d' entr6e ( B trdagiStordigolare NN FBait all sditPdeSI® MBing trérfche dedircuit intégré mondliGiqlDrene

d' entrde de pab@riedqalladits trar@hd dencleuif iBgré dorepdte an mobl€ ueqiizge a6 eanelnERstaque( A) ;
dans | equel ddséaieta @ngiitiof chaane Wpsditest borres, dunecati moinsndeedjie bansGbinpranagtigusturs
chaéﬁ’rmdesddnglteIsrpag@mnr@c@eseﬁmtnmmnmm@néw bi polaire NPN realis6 au sein
de la nBne tranche de circuit intdgrd nonolithique; dans |lequel ladite
tranche de UfpeRifisatunedefiéguasemgsionties revandiglians 172 opft agreprefented aufeexi on

6l ectrique 30une b°"€fé%°tﬁ'§'?@é’9ﬂ\‘"i?d%t i tuer chacune desdites bornes, |'une au
noi ns desdi teé‘"?)B‘?"l'?e%e P EPEHEC) pl usi eurs desdi tes plages connectees

el ect rﬁ’squerrent“""e “ 9e ee"°’”‘?f‘°’\{§ﬂ‘§‘”? uel | edit arrpl | f | cat eur est | oge
dans un botle

ca Ircwl l'il ue et lnt
que ‘quatre poj .aoibtépo s'ﬁ%é%i‘“@%} %Ié“%ﬁigi? Bt %%D Eh 5?%
1. Hochfrequerﬁ G Ml i o Bl %eg% x.oi IACI(I;I%
m t e&o“em 5 ra H&ﬂér ametae&ﬁyseé é‘u Mﬁ&ﬁ &ﬁmésc'ﬁ mE.léIiHn

ei ner Hochf BREME PhgesBRRRKAIRRqRBRIE pAdREBARY d ranSIstors
proportional  Zidnbdi8iNbdit ahplRaBR o&tUdhs AasdA MG Qe c.rcu.tfm;eé QLR 3 qualre sorties

Hochf r equenz&inBiggagtdgue lgGdieipsihts d6 boHASRdRISREAGUSRRSrieurs. o
Hochfrequenz- Stronmverstarkertransi stor (Q2) mt nur einer einzigen

Tr ansi st (awatansmiicieker stufe mt einemoperativ in Rei he zU dem Ausgang des
Spannungsverstdirkertransistors () und zu ei nem

St r onver st aHuahhigrsenzeaistirkar G0pzueYerstdrkae yordSigraeien dbey d DYtz mit:

Hqchf r equenz- EinagariephisiagenaiSpangengeveestiriengstiansision 3y zum nfr8tueare piner drioshiraquetiem

HoChf r equen2ragpyse riv) 83080k dast Fransistosy die eIpRpgioag) 2u iem in 2y HvEganon
Hoth A dast F & jorg) -zu 48 Reihe o}
Abhgngfigkei fnogigien %W?"&iﬂ@ﬁ?"\i’?tn an ssignal , wobei ein

Hochf r equenz. SIPHAN=elpRY H°° 5 " % hot Wraé’leggqi‘ ?E?H%l

die genei nsﬂﬂﬁk?'ﬁ”fﬁgf"wg’e eg”ﬁﬂ?g‘ ga"% r F%g ’é;sfor en..
nmt einer Ff‘ég B'I‘Ier [ofod 'f e@‘ﬁ't °F F} aﬂ‘t’ffs'g

I'aHSI Or angeleg-

us ] zum usin aes an annu svers ker
j eden der V%ézéno& ﬁ o %"Ln%&.m iy ﬁfnzeé.g% § w354 B Hochirequenz- Srom-
d ei chpegel %&%e%%%& melnsam in Reihe geschalteten Ausgan
Pegel vor ei-ng{ Qér w@ﬁ&ﬁﬁd%{ralnﬁ AR Bhit SEP Fréfusiiz Gor I’ﬁéhr Sis REPMMOEBrorb &b ieae! 1 m 50
wesent | i chen WnaPiiodth A8 WerRiiRhdstbrlstolbl fd SRR GRdRbarh s @EBRbR-SQRINIciHeS
Spannungs- ghry @Hg6deniEREnst! PeBVERSisstolllingsEigSHing NS HEreBlien MR vofll Signalpegel im
Pegel var ei ngbshiiched SifdbRrgyht VoginNENhgEHuRdiGorky MAgIhaBY §dwon dbt Bpannahgds alé Quoh

auf wei st, unés siemvdraidkingeahsiyiors, Sbisepmver st ar kertransi stor (@) in einer

St ronspi egel ko Pagalvadinstiiungsenriehtaiy evanigstana sinat @ston Tgnsisge®a hakvelst, undst , wobei

di e Pegel vor eidas tHethfrangseStomvattirkergansieton (R2] énsinari $tomEpiegeitorfi@Batiod Fum erstennd

ei nen W der 3tansiglor ((81), geRBpltet ¢hi. evobei dRePdgeivareinstelivngsainictiyrgrisnigstens €r@liode (Q3)
geschafst et yndeinenhitiguetansi (54, (3. digrim Relks zuemersteny Earpistoe (Q13 pesohalietcsingy aufwelst, um
anzul egen, deen eiesn \oransilspa dpray @naylgoes; dadtder duiglirie Pegelverpisiniynagiprichtung dem
Hochf r equen?D@E'?%W@F'Y?'ﬁ%‘kwa&ﬂg?'s@@rz“g e Magptgliypgsatrofh pusieirlh s Kal 't rom
ausrei cht, Has-fainfig desoprompseaifkeriqipiainrs sayoit fee "SY PBHRAB?: f‘ﬁfr%?‘t"u"*é?ﬁI Rriys

soweit Uber null anzuheben, dab ein Betrieb bei Frquen- 1l~~~~~~~~~~~ I I I
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zen Cber 10@ MHz sichergestel |t lst 2. Hochfrequenzverstar ker nach
Arispruch 1, wobei die D odo einen TrarSistor (Q) nit einer an den

Kol l ektor an einem mt dem geneigsapeigsd gt chpegel - Vor ei nst el | ungsei ngang
ver bundenen Knoten- 5 - punkt gekoppelten Basis aufweist, wobei der
Knot enpunkt auch direkt mt dem Hochfrequenz- Span-
nungsverstzenﬁbmg@QMdnsﬂmg@ﬁe"(@fl) verbunden ist. 3. Hochfrequenzverstar ker'
nach Anspruch 1, wobei der ef§te Transistor (QL) und:der Hochfrequenz-

St romvelst qukfmqw\fe@%ﬁes pesh Hrérychgb otpiei rdies Bigdas eingse Frevisiston Q35 Rinas ree rehaben,
dai ein Stiflekiee 20 siEpm ot dgm gemeinsapen SloishneosVerpigsteluposainging yerausAenan iKngtem
her get el | Runitekopngiian Basiy, aywaist aheirder KBRRIPHITKL A P rilirdem Hoghfregken=Sparen
AnpassungsW‘QFé?’??ré‘ﬁ'HSt(a?%ﬁm'é%)m?‘g‘é‘ﬂ‘ Sidi e in der Stronspiegel konfiguration

ent hal t as Ve ha tnis zw gch em, Ent plpl ucpgil er st and

e a . ste 1. n nd der Hochirequenz-

and der \élergjleﬁéﬁ stl('g‘gs(ls or i’ ﬁPbem sene ktgr raéﬁ E in S }ﬁ d
eIh](c:l‘;pege fho |.>c |h u m% B,ﬁ plufb%wu%z:éf q@ em
Hoc requeng W;Ya% B; iguration enthalten sind,

Ent koppl umw e voha B@nmoaamg de rer b o quli Sévﬁ 4ol Tgleich ach
T

Anspruch  phg ist\RPE4s oi %felch AitnEhds RUVEeRen déCerstén Transistor und dem

St r onver st @ckibagsnt- G%We&fé%n&%bt&&ﬁ- GhgeRivitt 86 ENRoRgsRidbriidRBsBessh Bnal
bereisgstell en, wel ches in Bezug auf ein Wchsel strom Ei ngangssi gnal

i nverti ar tHaaﬁt@nuanmrsmr aath| exnsptbans e1,i Skabeiv' der 5.HotifefllensSpaniunyser Sind r ker
nach AnsprsiomvestirkyngSraodistar gbmeinssoe bin dWechédstramandgangssignal haoitlelidnh iwelches in
i nt egri er -Bazey auBeit Wetispleyan-Fiadangssignal ingrties iodke vmHA haugert Rhesusist rat vom P- Typ
al s, Ausgangsnaterial hergestellt ist. 6. Hochfrequenzversearker nach
Ansprich 1Hochireagenzysesiirker nachdbesruchl 2, Yeodert4awplish dasiVirsiitkerogin mpriolitpiach) imeasigr-i er -
ter Schal tRrSshaliqeistst lj’ﬁthP ener Halblpitersubsiral vomdl- bie alsi Avsgsngsaeiana herpgsialitivtansi st or
I st, der in densel ben 25 m)nol t hi sch I ntegrierten Schal tkreis-Wafer
her gest & I'I‘°°“fé°9“e“?"ersf%‘@h é‘%g é'r%t'i 't WRRRL Fler AR IB‘F"GE‘H" fponojithisal) ipfageier- 4
g@aﬁ

f t *h bipgigrer HTTHEAMSRIRS g dr ar%%g hi uB
(g " m m°"°Tws°§"E?§Hg%' °rr%es‘ﬁ fg(lg? ungsei nganggazgeihlgjg (D), e

ei ner n l,:.rdH%I1 Ak u‘rﬂg\f@pw t_)ze§5 oé%% f\ﬁg%ar ker ein nonolithisch
integri Erter %&E fﬂa% &gﬁal rSdnnd eder der Transi storen sin bipolarer
NPN- Tr ansi st gierh AhegakdSigrai SET ben monol i thisch integrierten

Schalgkrei s- Yge @Iet&ﬁﬁe@ﬁ%@ingtBlluh&sIemgalrlFQns%ﬁluB (D), wobei der integrierte
Schal t kr ei s- Wik Erdvérdiérdatsang (8§l nen al's | eder der genannten Anschlflsse

di enenden el @kbe s CVERsErR ShhéHolRMERI iGtBgridkdr iRhaitkreit Rl L@ RAEr KR THBS$GBS oifi NET
der Anschl dipoteice NPRFTr@kiStos®, Gbraih dethsditeti inbAdithar ateh®rtery) SaRlB@did-whier hedtteiitC he
aufwel st. itond 8. Hochfrequenzverstdrker nach Anspruch 1, 2, 3 oder 4,
fernes mt: #6bei der integriagie rehallEieis(f¥alay Sehigsiers aewmo Ml Rd¢rBjer gehanaien Anschilisse
Ausgangssi dienanden slokilisgBen ADpchiugbancich aufweist und wobei wenigstens einer der Anschilisse mehrere

G ei chpegesolchryeleidrisch @prlighgpsefialigipl FgrsishesafelsB (D), ei nem Er di ef erenzanschl uB6
(A),, wobei der Verstarker ein monolithisch integrierter Schaltkreis ist und
jedér d& HecHfRSHepYSFsEiskeE pash Asspruch 1,2, 3 odes dIpmeuBNE Ty ansi stor ist, der in
demsef ben mﬁ'ﬂfmgﬂp@ew“’i"ﬂ‘l‘r@ WL en Schal t kr ei s- Waf er hergestel It ist,

wobei der i n?f@%igigf %?3%%‘:? Elgngﬁe'gge{npsansgﬁ‘eﬂvf\nt ens einen als jeder der
dby

genannten Angt I ene schl ul berei ch auf wei st und

wobel  weni gs(«vaggb? iz mu ﬁted’rfaﬁé?rs%ﬁﬁtkrégllsq Qﬁé )eglare&/bp r'ﬂraﬁgl orQraBnﬂl el
geschal t et gL, 3¢ NENCHAsRHY }Q?'dgrt in def&bival monohthlsch mYéBrt%?tb &y Sd-Whid! Hdidesll SI Ne
vier Leituggen aufweisende integrierte M kro-X-Schaltkreis-Baueinheit, die
hur vier extQohg def ﬂketgﬁénaoétﬁauﬁrémmalvma&ér@ GHifnells pb@! de golAREE Khschitdse 55

dienenden elekirischen AnschiuSbereich aufweist und wobei wenigstens einer der Anschilisse mehrere

_ soicher elektrisch paraliel geschalteter Bereiche aufweist, und

50 wobei der Verstérker in sine vier Leifungen aufweisende integrierte Mikro-X-Schaltkreis-Baueinheit,

die nur vier externe elektrische Anschlupunkte bersitstellt, gepackt ist.
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